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Одной из значимых задач современной полупроводниковой науки является 
создание элементов универсальной памяти, которые позволят объединить в од-
ном устройстве быстродействие оперативной памяти и длительное энергонеза-
висимое хранение данных [1]. Это обеспечит существенное повышение произво-
дительности и энергоэффективности систем памяти. Подобные устройства могут 
быть созданы на основе ячеек флеш-памяти с использованием массивов полу-
проводниковых AIIIBV самоорганизованных квантовых точек (КТ) в качестве 
плавающего затвора [2]. Применение соединений AIIIBV позволит повысить 
быстродействие и увеличит срок службы приборов по сравнению с кремнием. 

В работе проводилось исследование про-
цессов формирования КТ в зависимости от тем-
пературы подложки и соотношения потоков мо-
лекул сурьмы и фосфора. Рост структур с КТ 
осуществлялся методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии (МЛЭ). КТ формировались из потока 
атомов галлия, молекул Sb4 и P2 на буферных 
слоях AlP/GaP, выращенных на подложках 
GaAs(001) (Рис.1). Скорость осаждения Ga при 
формировании КТ составляла 0.23 монослоя в 
секунду при температуре 450ºС. 

Рост КТ контролировался in situ методом 
дифракции быстрых электронов на отражение 
(ДБЭО). На основании анализа данных дифрак-
ционных картин (Рис.2) была определена зави-
симость критической толщины (Deff(TS)) зарож-
дения КТ от условий роста. Оценка состава КТ 
выполнена путем сравнения расстояний между 
точечными и линейными рефлексами (LQD и L2D 

соответственно). Степень релаксация КТ опре-
делена по соотношению вертикальных (H) и го-
ризонтальных (L) расстояний между точеч-
ными рефлексами. 

 
Рис.1. Схема гетерострук-
туры с КТ GaSbP/AlP. 

 
Рис.2. ДБЭО изображение 
GaSbP/AlP КТ. 


